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１．概要（Summary） 

量子計算に有用であるナノファイバー共振器の作製に

使用する位相マスクを作製するために電子ビーム蒸着装

置、ICP-RIE装置を使用した、 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム蒸着装置、ICP-RIE装置 

 

【実験方法】 

電子ビーム蒸着装置を使用して、あらかじめナノスケー

ルの周期的なレジストが塗布されたガラス基板に Ni 薄膜

を 0.020 µm塗布した。その後,ICP-RIE装置を使用して、

ガラス基板、Ni 薄膜、レジストをエッチングした。これによ

り、ガラス基板に周期的な溝が形成され、位相マスクが作

製される。以下に蒸着レシピを示す。 

(ⅰ)蒸着レート 0.1 nm/s、膜厚 0.005 µm 

(ⅱ)蒸着レート 0.2 nm/s、膜厚 0.015 µm 

(ⅲ)蒸着レート 0.1 nm/s、膜厚 0.020 µm 

また、以下にエッチングレシピを示す。 

・SF6: 30sccm 

・ICP-Power: 200W 

・bias: 130 W 

・He: 12.0×102Pa 

・エッチング時間: 4分 4秒 

以上の操作により,、格子定数 1756 nm、格子の深さが

425 nm、duty比50%の位相マスクを作製した。位相マス

クの大きさは、20 mm 角基板上に、縦横の長さが 1.6 

mm×14 mmである。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

所望の位相マスクが作製された。この位相マスクを用い

ることにより、波長 852 nm に反射帯域を持つファイバー

ブラッググレーティング(FBG)を作製することができた。

Fig. 1に作製した位相マスクの写真を示す。 

 

 

Fig. 1 Photograph of the prepared phase mask 
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